SM103

Rys. 1-1042. SM103

Wartosci charakterystyczne®

Typ tranzystora: tranzystor krzemowy
Firma: RFT

Wykonanie: tranzystor polowy MOS (kanat typu N,
normalnie zataczony) o duzej impedancji wejSciowej
w obudowie plastykowej, ptytka krzemowa potaczo-
na wewnatrz obudowy ze zZrédtem, cigzar okoto 0,3 G
Zastosowanie: do ogllnego stosowania
Typy podobne: KF520 (Tesla), 3SK21 (Hit)

E min typ max
U(sr)psy 20 V |przy —Ugs=12V, Ip =10 pA
—Ur 7,5 12 V | przy Ups =8V, Ip =10 pA
—Ip 3 715 12 mA | przy Ups =8V, Ugs =0
R; 1012 1014 Q przy —Ugss =10 V
Ciis 55 6,5 pF | przy Ups =8V, Ugs =0
Vats 1.3 1,7 mS | przy Upg=8 YV, Usgs =0, f=1 kHz
Warto$ci graniczne
Upsy max 20 v Prot max 1502 mW
Ugs max —15++5 A% ty diak +125 €
Ugp max 32 v Lt —40++125 °C
ID max 15 mA Rthj—a <0,6 °C/mW
D tamp = 25°C (—5°C)
2) tamp = 25°C
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Rys. 1-1043. Zalezno$¢ Rpg od napigcia Ugg
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Rys. 1-1044. Zalezno$¢ dopuszczalnej mocy Rys. 1-1045. Zalezno$¢ parametru y,; od na-
strat od temperatury otoczenia pigcia bramki
L1 SMI08 2|03
ol ) S N o=Fllps)
4 Pan Ygs=parametr | |
— — /’ Z/GS;J/Y[#JH//IW
- |
15 et / / V4 —

AN
\

i / /1/—-

L~ -2y

5 4 ] —

[ 1)

- -g¥

4 — 1w

I 0 [
- -8 6 -4 =2 0 2 4yl 0 g 0 wsl] 15
Rys. 1-1046. Charakterystyka przejSciowa Rys 1-1047. Charakterystyki wyjsciowe

tranzystora



